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Spos6b wytwarzania dielektrykow ceramicznych na kondensatory

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania dielektrykéw ceramicznych typu I charakter‘yznijqcych
si¢ niska wartoscig stratnosci dielektrycznej, oraz duzym ujemnym temperaturowym wspolczynmklem pojem-
noéci.

Dielektryki o podobnych wtasnosciach znane sa z opiséw patentowych Stanéw Zjednoczonych Ameryki nr
nr: 3440067, 3468680 i 4499772. Pierwszy z wymienionych opiséw dotyczy tworzyw opartych na uktadzie
BaTiO3 — SiTiO3 — La, 05 * 2 TiO,. Warto$é przenikalnosci dielektrycznej dla tych tworzyw zawiera sig
wgranicach od 100 do 1400, atemperaturowy wspétczynnik pojemnosci od —100X 107¢/°C do
—7000X 107%/°C. Drugi opis dotyczy tworzyw opartych na uktadzie SrTiO; —-MgCO; —Bi,0; * 2 TiO, . Wartos¢
temperaturowego wspétczynnika pojemnosci dla tych tworzyw w zaleznosci od sktadu zawarta jest w granicach
od +9360 - 107%/°C do —3600 + 107%/°C a przenikalnos¢ dielektryczna od 105 do 1215. Trzeci opis dotyczy
tworzyw opartych na uktadzie SrTiO, — CaTiO; — Bi, 05 * 2 TiO,, dla ktérych przenikalnosé dielektryczna
zawiera si¢ w granicach od 280 do 1000 a temperaturowy wspotczynnik pojemnosci od —1000 * 107%/°C do
—3000 - 10°¢/°C.

Sposob wytwarzania dielektrykéw wymienionych w pierwszym i trzecim opisie polega na przygotowaniu
trzech spiekéw, przy czym wspdlnym spiekiem jest SITiO; pozostate spieki s3 réZne, a nast¢pnie, wymieszaniu
ich w odpowiednich proporcjach, przemiale w celu uzyskania odpowiedniego uziarnienia, wysuszeniu i zmiesza-
niu z plastifikatorem w celu przygotowania do formowania ksztattek ceramicznych.

Sposéb wytwarzania dielektryka z drugiego z wymienionych wyzej opiséw patentowych polega na
przygotowaniu dwoch spiekéw SrTiO; i Bi, O3 * 2 TiO,, a nastgpnie wymieszaniu ich w odpowiedniej proporcji
zMgCO, oraz z dodatkiem MnSQ,. Pozostale operacje technologiczne sa identyczne do przedstawionych
powyzej.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania dielektryka ceramicznego o duzym ujemnym
temperaturowym wspStczynniku pojemnosci charakteryzujacym si¢ jednoczesnie wysoka wytrzymatoscia
dielektryczna.
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Istota wynalazku polega na tym, ze dielektryk ceramiczny wytwarza si¢ z mieszaniny spieku tytanignu
strontu, spieku tytanianu lantanu i spieku tytanianu bizmutu oraz dwutlenku cynku dodawanego jako modyfika-
tora.

Sposéb wedtug wynalazku polega na tym, Ze mieszaning skladajacy sig ztytanianu strontu w ilosci
74 +90% wagowych, tytanianu bizmutu wilo$ci 5+ 15% wagowych, tytanianu lantanu wiloéci 5+ 10%
wagowych oraz dwutlenku cynku w ilosci 0,5 + 3% wagowych, miele si¢ do uziarnienia powyzej 10um, miesza sig
z plastifikatorem, a nast@pme z tak otrzymanego tworzywa formuje si¢ elementy dielektryczne i wypala si¢ je
w temperaturze 1350° + 1410°C.

Zamiast tytanianu bizmutu moze byc¢ zastosowana mieszanina tlenkéw Bl, 03 iTiO,, a zamiast tytanianu
lantanu moze by¢ zastosowana mieszanina tlenkéw La, 0, 1T10, zmieszanych w proporcjach zapewniajacych
whasciwy sktad stechiometryczny tworzywa.

W zaleznosci od wymagai, jakie ma spetnia¢ kondensator ceramiczny wytwarzany z dielektryka wedtug
wynalazku, sktadniki mieszaniny zestawia si¢ w réznych proporcjach.

Przyktadowe sktady mieszanin w % wagowych:

X Zestaw | STIO, . La,Ti,0, Bi,T,0, Zno
A 74,83 11,0 14,17 1,0
B 77,21 11,22 11,57 1,0
c 86,55 7,20 6,22 1,0

Podstawowe wtasnosci elektryczne dielektryka wykonanego sposobem wedtug wynalazku:

tg6/x 1074
Zestaw E w 20°C TWP X 10°¢/°C plIx 102 Ep
1 KHz 1MHz ficm KV/mm
A 280 3,5 2,5 -2060 8 10
B 260 5 2,5 -2850 9 10,5
C 275 S 2,5 --2470 6.5 14

Ze wrzgledu na prosty technologicznie sposoh wytwarzania oraz parametry elektryczne dielektryka
ceramicznego wykonanego sposobem wediug wynalazku, znajduje on szerokie zastosowanie w produkeji
kondensatoréw ceramicznych.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposdb wytwarzania dielektrykow ceramicznych na kondensatory na bazie tytanianu strontu, znamie:.
nny tym, Ze do tytanianu strontu w ilosci 74 + 90% wagowych dodaje sig tytanianu bizmutu w ilosci 5 + 15%
- wagowych, tytanianu lantanu wilosci 5 +107% wagowych oraz dwutlenku cynku w ilodci 0.5 + 3% wagowych,
uzyskang mieszaning miele si¢ do uziarnienia ponizej 10um, miesza S|¢ z plastyfikatorem, a nastepnie formuje si¢
z niej elementy dielektryczne i wypala si¢ je w temperaturze 1350° + 1410°C.

2. Sposéb wedtug zastrz. |, znamienny tym, 7 zamiast tytanianu bizmutu stosuje si¢ mieszaning
tlenkéw Bi, 03 i TiO,. '

3. Sposob wedtug zastiz.1, znamicnny tym, Ze zamiast tytanianu lantanu stosuje si¢ mieszaning
tlenkow Lay 05 i TiO,.
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